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はじめに：Si MOSFETのソース・ドレイン領域の寄生抵抗を低減する手法としてシリサイド化が行われている[1]。しかし、Siナノワイヤへの Niの拡
散についての報告はまだ少ない。本研究では SiナノワイヤへのNiの拡散を Siナノワイヤ内部でのNiシリサイドの観察により評価した。 
実 験：61nmの SOI基板上に<100>方向、幅 60nmから 100 nm の Fin構造をリソグラフィとDryエッチングで作製し、乾燥酸素雰囲気中 1100oC、30min
で熱酸化しワイヤ径が 10nmから 30nmの Siナノワイヤを形成した。酸化膜を剥離し Siナノワイヤの一部を露出し、Ni堆積、熱処理を行い、シリサイ
ド化した。未反応Ni除去後、形成されたナノワイヤ内部でのNiシリサイドを SEMで観察した。 
結 果：Fig.1に作製した SiナノワイヤへのNiシリサイドの一例を示した。SiO2で覆われた Siナノワイヤに端部から
シリサイド化の進んだ部分が二次電子像で明瞭に捕らえられ、この侵入長さを評価した。熱処理温度から導出したシ

リサイド化進行の活性化エネルギーは 0.9 eVとなり、バルクでの値（1.23eV）よりも小さいことが分かった[2]。これ
はNiの 1次元方向の拡散による効果と考えられる。 
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Fig.1 SEM image of NiSi formed
by lateral Ni diffusion into SiNW

200nm

Ni Silicide

Length of Ni Silicide

Si Nanowire with SiO2 shell

Fig.1 SEM image of NiSi formed
by lateral Ni diffusion into SiNW

200nm

Ni Silicide

Length of Ni Silicide

Si Nanowire with SiO2 shell


